CLB-ETI

ACTIVIDAD No:

1

El diodo semiconductor

Tiempo:
1h

Alumno:

Objetivo:

Conocer las caracteristicas del diodo semiconductor en polarizacién directa e inversa.

Medios Didacticos:

Entrenador del alumno.
Materiales suministrados por el centro.
Polimetro del alumno.

Calculadora.
Secuencia 1. Monta el circuito de la figura 1.
Desarrollo: 2. Rellenalatablal.
3. Dibuja una gréfica con los puntos obtenidos.
4. Responde las cuestiones planteadas.
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Dibuja Grafica:




Cuestionario:
a) ¢Como se crean los cristales tipo P y tipo N? Razona la respuesta.

b) ¢Cudl es el valor de disipacion de potencia del diodo 1N4007 cuando Vg = 0.8V?

c) ¢Razona brevemente que ocurre si cambiamos la polaridad de la fuente de alimentacion
“BATL1” del circuito? Represéntalo en una grafica.

d) ¢Qué funcion tiene nuestro polimetro para verificar si un diodo esta correcto o no? Prueba
dicha funcién con un diodo y anota los resultados tanto en polarizacion directa como inversa.

e) De la hoja de caracteristicas adjunta del fabricante del diodo 1N4007 indica los valores
maximos que admiten sus parametros principales:




